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１．概要（Summary） 

昨年度以前に開発した，LSI と表面段差のある

MEMS を一体集積化し同時に電気的接続と真空パッ

ケージングの実施が可能なめっき金バンプの平坦化

接合技術を，低コストかつ半導体製造ラインに適応で

きるめっき銅バンプでの検討を行い、切削工程により

世界トップレベルの低温真空封止が可能であること

を明らかにした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

サーフェスプレーナ 

【実験方法】 

段差を持つシリコン基板にめっき法によりリング

形状の銅バンプを形成し，試作コインランドリーの保

有するサーフェスプレーナを用いて切削，平坦化後に

ダイアフラムを形成した試料に真空中で熱圧着接合

を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

段差を持つシリコン基板上の銅めっきバンプを形

成し，めっきによる荒れと段差を切削平坦化し，次い

でクエン酸処理を行うことで 250 ℃での真空封止を

実現した。一般的に空気中に置かれた銅表面は極めて

酸化されやすく，酸化膜を除去するために 350 ℃以

上の接合温度を必要とするが，切削応力がめっき表面

層の銅結晶を微粒子化して原子拡散を促進して、報告

例の中でも最も低温での隙間の埋め込みができたた

めと考えられる。低温での封止により熱脱離ガスの抑

制に成功し，キャビティ内圧は 100 Paの高真空を達

成した（Fig.１）。 

 

 

Figure 1 Measured sealed cavity pressure under 

various bonding temperatures (ref.2) 
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